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適用製品 

イオンプレーティング用ターゲット材料 

 

発明の概要 

立方晶窒化ホウ素（以下、c-BN）は、ホウ素（B）

と窒素（N）の化合物で、ダイヤモンドに次ぐ硬さを

持ち、耐酸化性に優れ、鉄との反応性が低いことか

ら、その焼結体は切削工具として活躍しています。

一方、超硬チップの表面に c-BN を薄膜として形成

できればより機能性の高い切削工具が実現できる

と期待されています。一般的に、切削工具へのコー

ティングはイオンプレーティングで行われており、中

でも、カソーディック真空アーク法（以下、CVA 法）

は硬い窒化物や炭化物を高品位で形成できるため

多用されています。しかし、c-BN 膜を形成できるホ

ウ素を主元素とした CVA 法用のターゲットがありま

せんでした。c-BN 膜を形成できると考えられる材料、

例えば炭化ホウ素では放電時の熱衝撃により短時

間で完全に破壊する、ホウ素では体積抵抗率が高

く放電が起こらないなどが理由です。 

本発明では、ホウ素粉末中に繊維状カーボンを

添加することで、高い熱衝撃性と低い体積抵抗率

を兼ね備えた焼結体ターゲットを実現しました。 

図 1 にホウ素粉末と繊維状カーボンを原子比 4：

1で混合して 1400℃で焼結した焼結体表面の電子

顕微鏡像を示します。白く見える繊維状カーボンが

分散されつつ密に接しているのが分かります。導電

性を持つ繊維状カーボンがネットワークを形成する

ことで焼結体の熱衝撃性が向上し、体積抵抗率の

低下も達成できます。 

図 2 に本発明技術により作製したターゲットを使

って CVA 法で数回成膜した後のターゲット外観を

示します。ターゲットは破壊されておらず表面には

放電痕が存在しており、成膜が十分可能であること

が分かります。ただし、本ターゲットにより形成される

薄膜には c-BN 以外の六方晶窒化ホウ素も合成さ

れてしまうため本技術の改良に努めております。 

 

図 1 ホウ素粉末と繊維状カーボンを 

混合した焼結体表面の電子顕微鏡像 

 

図 2 CVA 法による成膜を実施した後の 

ターゲット外観 

 

おわりに 

当所では、特許の実用化に向けて「共同研究」

「受託研究」「サポート研究」などの研究開発支援メ

ニューによる協力体制を整えております。 

今回ご紹介の特許に関心をお持ちいただけまし

たら、ページ下部に記載されているお問い合わせ

先までお気軽にご連絡ください。皆さまのご活用を

心よりお待ち申し上げております。 

No. 25-20 

キーワード：イオンプレーティング、ターゲット、ホウ素粉末、繊維状カーボン 

大阪技術研保有特許のご紹介 
～窒化ホウ素膜を形成できるターゲット～ 


